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Одной из задач современного материаловедения является разработка научных основ создания методик синтеза новых функциональных материалов, в том числе методом CVD. Целью данной работы является синтез и исследование физико-химических свойств кремний- и борорганических соединений для определения возможности их использования в качестве предшественников при получении пленок на основе фаз системы Si-B-C-N. В работе рассмотрены особенности строения следующих кремнийорганических соединений: Me3SiPh, аминосиланов общей формулы RxSi(NR1R2)4-x, x = 1-3, где R = Me, H; R1=Et, Ph, AII, Bz; R2=Et; N-органил-N,N-бис(триметилсилил)аминов RxN(SiR1R2)3-x, где R= Me, Et, Ph, PhCH2 Et3Ge, Et3Sn и FB[N(SiMe3)2]2. 
Проведена характеризация синтезированных веществ физико-химическими методами: элементным анализом на С, Н, N, Si, B, F; ИК-, УФ-спектроскопией, ЯМР-спектрометрией на 1H, 13C, 29Si. Подтверждена их индивидуальность и определена чувствительность веществ к УФ излучению, которая находится в области 200(320 нм. На основании данных КТА и тензиметрии установлены ряды летучести и термической устойчивости в зависимости от типа заместителя при атомах кремния и азота. В ряду аминосиланов наблюдается снижение летучести в зависимости от радикала: Me3SiNHAll, Me3SiNEt2, MeSiH(NEt2)2, Me2Si(NEt2)2, Me3SiNHPh, HSi(NEt2)3, Si(NEt2)4. Введение фенильного радикала в молекулу кремнийорганического соединения снижает летучесть вещества в ряду: (Me3Si)2NH, Me3SiPh, Me3SiNHPh, Me3SiNHBz, (Me3Si)2NPh. Температурные зависимости давления насыщенного пара измерены статическим методом, на их основе вычислены стандартные термодинамические параметры процессов парообразования (таблица). Показано, что изученные вещества обладают достаточной летучестью и термической устойчивостью, достаточными для их использования в качестве предшественников при получении пленок на основе фаз системы Si-B-C-N методом химического осаждения из газовой фазы. 
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	Me3SiNEt2
	11,23
	4462
	37,1± 0,2
	93,4± 0,4
	23 - 99

	Me2Si(NEt2)2
	10,22
	4788
	39,8 ± 0,4
	85,0± 0,7
	17 - 137

	Me3SiNHAll
	10,93
	4221
	35,1 ± 0,2
	90,8 ± 0,4
	23 - 90

	Me3SiNHPh
	11,58
	5528
	46 ± 1
	96 ± 2
	39 - 179

	HSi(NEt2)3
	11,47
	5843
	48,6± 0,3
	95,4± 0,5
	44 - 233

	МеSi(NEt2)3
	10,50
	5112
	42± 1
	87± 2
	43 - 156

	MeHSi(NEt2)2
	10,90
	4975
	41,3± 0,2
	90,7 ± 0,5
	40 - 184

	Si(NEt2)4
	10,26
	5427
	45,1± 0,4
	85,3± 1
	67 - 217

	BrN(Me3Si)2
	11,49
	5137
	42,7± 0,4
	95,5± 1
	38 -136

	N(SiMe3)3
	11,44
	5474
	45,5± 0,2
	95,1± 0,4
	20 - 178

	EtN(SiMe3)2
	11,19
	4828
	40,1± 0,3
	93,0± 0,6
	20 - 144
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